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1- Analyse temporelle

Manipulation 1 : Etude d’un circuit de redressement

- Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom redressement
- Lancer I'outil Capture

- Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé

- Editer le schéma suivant

PARAMETERS:
Cvar = 100uF
D1
Entree+ Pl Sortie
11
\. D1N4007 \ b
.
V1
VOFF = 0V @ 7% D4 /~ D2 gl of R1
VAMPL = 17V \ D1N4007 D1N4007 {Cvar} 100
FREQ = 50Hz
D3
[~
11
D1N4007
Entree- L

' o

Nous donnons ci-dessous la liste des bibliothéques PSPICE utilisées dans ce design

Item Part Reference Schemat icName Sheet Libhrary

100 R1 SCHEMATIC1/PAGE1 1
D1N4007 D1 SCHEMATIC1/PAGEL

C:\FROGRAM FILE3YORCADYCAPTUREYLIERARYYPSPICEY ANALOG.OLE
1
D1N4007 D2 SCHEMATICL/PAGEL 1
1
1
1

C:YWPROGRANM FILEZ)\ ORCADN CAPTUREYLIERARYYFSPICE\DIODE.OLE
Y PROGRAN FILESY ORCADY CAPTUREYLIERARTYFSPICE,DIODE.OLE
Y PROGRAN FILESY ORCADY CAPTUREYLIERARTYFSPICE,DIODE.OLE
Y PROGRAN FILESY ORCADN CAPTUREYLIBRARTYFSPICE,DIODE.OLE
ZPROGRAM FILESY QRCADYCAPTUREYLIEBRARYYPSPICEY ANALOG.OLE

D1N4007 D3 SCHEMATICL/PAGEL
D1N4007 D4 SCHEMATICL/PAGEL
{Cvar} Cl SCHEMATICL/PAGEL

L=/ ) I
C1 01 1 O

Remarque : I’élément PARAMETERS qui va nous servir pour réaliser une simulation paramétrique est situé
dans la bibliotheque SPECIAL sous le nom PARAM

- Créer un nouveau modele de simulation avec la configuration suivante :
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Simulation Settings - parameter

General  Analysiz Ilnclude Files] Libraries] Stimulus ] Dptions] Data Collection I Probe\:\u"\ndow]

Analysiz type: _
Time Damain (Transient) ~ Fiun to time: Elms seconds (TSTOF]
(Options:

Start saving data after: |0 seconds

Transient aptions

t aimun step size: |Bms seconds

[(IMonte Carla/\worst Caze
[w]Parametric Sweep

[T emperature (Sweep) ™ Skip the initial transient bias point calculation [SKIFBR)

[15ave Biaz Paint

[lLoad Bias Point Output File Options...
0k | Annuler Appliquer Aide

Lancer la simulation

Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

5mns 18ms
U{ENTREE+ ,ENTREE-)

15ms
s W(SORTIE)

En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats

On souhaite maintenant réaliser une étude sur l'influence de la valeur de la capacité de filtrage sur la forme du

signal de sortie. Pour cela, on va lancer une simulation paramétrique en activant I'option “parametric sweep’ de
notre profil de simulation avec la configuration suivante :
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Gemeral Analysis llnclude Files] Libraries] Stimuluz ] Dptions] Data Collection ] ProbeWindow]

Analysiz type: Sweep varable
Time Damain [Tranzient] « ™ “olage source

" Current zource

Options: . * Global parameter l—_|
[#]General Settings ™ Model parameter li

Maonte Carla/worst Case
C " Temperature Parameter name: |Cwar

P arar

[ 1T emperature [Sweep]

(]S ave Biaz Point Swiesp bype

[Load Bias Point & Linear el ol W

 Logaithm ,—_| End walue: 1000uF
ogarthmic
Increment: 200uF

" Walue list |

- Lancer la simulation
- Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

5ms 18ns 15ms 20ms
U{ENTREE+,ENTREE-} + 4 v + U{SORTIE)

En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
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Manipulation 2 : Etude d’un circuit oscillateur

Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom oscillateur

Lancer I'outil Capture

Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé
Editer le schéma suivant

+12V
+12
U™
| voet 3 I
12vde —— + R3 lofl
T 1 Sartie i
[0]8] 11
[ 10K
L 2 . v W 14n
-0 ADE4AA
.| wvocz - R4 — 2
= 10k 15n
12vdc R2 A2
=13V {Rvar}
R1 ]
ak -0
-0
Nous donnons ci-dessous la liste des bibliothéques PSPICE utilisées dans ce design

Cross Reference Decewber 27,2015 1:10:58 Pagel
Ttem Part Reference Sehemat icMame Sheet Likhrary
1 Bk R1 SCHEMATIC1/PAGEL 1 C:YPROGRAM FILESYORCADY CAPTUREYLIERARYYPSPICEY ANALOG. OLE
2 10k R4 SCHEMATIC1/PAGE1l 1 C:4YPROGRAM FILES\ORCADY CAPTURE,LIERARYY\PSPICE' ANALOG. OLE
% 10K R SCHEMATIC1/PAGE1L 1 C:\PROGRAM FILES)ORCADYCAPTURE)LIBRARYYPSPICE} ANALOG.OLE
k3 15n ©1 SCHEMATIC1/PAGE1l 1 C:4YPROGRAM FILES\ORCADY CAPTURE,LIERARYY\PSPICE' ANALOG. OLE
5 15n C2 SCHEMATIC1/PAGE1l 1 C:4YPROGRAM FILES\ORCADY CAPTURE,LIERARYY\PSPICE' ANALOG. OLE
[} ADE48A Tlh SCHEMATIC1/PAGE1 1 C:4YPROGRAM FILESYORCADY CAPTUREY LIERARY,PSPICEY OPAMP.COLE
? {Rarar} RZ SCHEMATIC1/PAGE1l 1 C:4%PROGRAM FILESYORCADYCAPTUREYS LIERARYYPSPICEY ANALOG.OLE

- Créer un nouveau modele de simulation avec la configuration suivante :

General Analpsis ]Include Filesl Liblalies] Stirulug ] Dptions] Diata Collection ] Probe W’indow]

Analyziz type;
Time Domain [Transient]j

Optiornz:

eneral o Ayl
[tonte Carlo/worst Case
[C1Parametric Sweep
[C1Temperature [Sweep)
[15ave Biaz Point
[1Load Biaz Paint

- Lancer la simulation

1.3525z seconds (TSTOP)]
Start zaving data after: |1.3500s seconds

Transzient options

td amimurn step size: |0.00005z  seconds

[¥ Skip the initial ransient bias point calculation [SKIPBP)

Rt to tine:

Output File Options...

Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :
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1.3580s 1.3582s 1.3504s 1.35086s 1.3588s 1.3510s 1.3512s 1.3514s 1.3516s

1.3518s  1.3520s  1.35225  1.3524s
o U{SORTIE)

Time
En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats

On souhaite maintenant réaliser une étude sur l'influence de la résistance R2 ( Gain ) sur la forme du signal de

sortie. Pour cela, on va lancer une simulation paramétrique en activant I'option “parametric sweep’ de notre profil
de simulation avec la configuration suivante :

General Analysis llnclude Files] Libraries] Stimuluz ] Dptionsl D ata Collection ] Frobe Window]

Analysiz type: Sweep varable

Time Diomain [Transient] ™ Voltage source
" Current source

Do ' Global pararneter :|

General Settings N
Monte Carlo"worst Case
P aramelric - " Temperature Parameter name: |Fwvar
Temperature [Sweep)
Save Bias Paint Sweep type
Load Biaz Paint C Linear
.
" Logarithmic

* Walue list |'IUUUD'IUD1D1DU11 10012710013 11000

- Lancer la simulation
- Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

-28u

1.35085  1.35825  1.35845  1.35865  1.35085  1.35185  1.35125  1.35145  1.35165
s w 4 e + U(SORTIE)

1.3518s 1.3528s 1.3522s 1.35245

Time




En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
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2- Analyse fréquentielle

Manipulation 3 : Etude d’un filtre

- Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom filtre

- Lancer I'outil Capture

- Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé
- Editer le schéma suivant :

PARAMETERS: 0 0
Ryar = 1K = =
+12Y
RS
- 2 15k U1A™)
v 60.7nF S
o 1 Sortie
. VDIC =2 R3
r— entree ;
12%dc — W{ /\M 2 B YW
{Ryvar} 10k ADB48A
T E
=0 YSRC
C) DC = g R4 = c5
.| wDc2 - AC = 5Y A3y
- TRAN = 10k 6.750F
T 12vde
-0

12

Nous donnons ci-dessous la liste des bibliotheques PSPICE utilisées dans ce design :

Item Part Reference Schemat icName Sheet Library

1 6.75nF C5 SCHEMATICL/PAGEL 1 C:%FPROGRAM FILES)\ORCAD'CAPTURE%LIERARY"PSPICE"ANALOG.OLE
4 10k R4 SCHEMATIC1/PAGE1 1 C:4PROGRAM FILESYCRCADYCAPTUREALIBRARYYPSPICEY ANALOG.OLEB

3 10k R3 SCHEMATIC1/PAGE1 1 C:4PROGRAM FILESYCRCADYCAPTUREALIBRARYYPSPICEY ANALOG.OLEB

4 15k R5 SCHEMATIC1/PAGE1 1 C:4PROGRAM FILESYCRCADYCAPTURELIBRARYYPIPICEY ANALOG.OLB

5 60.7nF CZ SCHEMATIC1/PAGE1 1 C:4PROGRAM FILESYCRCADYCAPTUREYLIBRARYYPIPICEY ANALOG.OLB
3 ADG45A U1A ICHEMATIC1/FPAGE1 1 C:4YPROGRAM FILESYORCADYCAPTUREYLIERARYYP3IPICEYOPAMP.COLE

7 {Rwar} FR1 SCHEMATIC1/PAGE1 1 C:4FPROGRAM FILESYCRCADYCAPTUREYLIBRARYYPIFPICEY ANALOG.OLEB

- Créer un nouveau modele de simulation avec la configuration suivante :

General Analysiz llnclude Files] Libralies] Stimulus I Dptions] D ata Collection ] Probe Window]

Analysiz type: AL Sweep Type
AC Sweep/MNoise j e Start Freguency: |10Hz
Olptians: {+ Logarithmic End Frequency:  |10KHZ

[IkMante CarloSwforst Caze
[ |Pararmetric Sweep

[ Temperature [Sweep]
[1Sawe Biaz Paint

[|Load Biaz Paint

Decade - Foints/Decade; |50

Maise Analyziz

[ Enabled

111
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- Lancer la simulation
Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

Résultat dans I’échelle linéaire

18Hz 38Hz
o U{SORTIE}/U{ENTREE}

18Hz 38Hz
P{U{sortie}/U{entree})

- En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
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On souhaite maintenant réaliser une étude sur l'influence de la valeur de la résistance de R1 sur le coefficient
d’amortissement du filtre. Pour cela, on va lancer une simulation paramétrique en activant I'option “parametric
sweep’ de notre profil de simulation avec la configuration suivante :

Analyziz type: Sweep varable
|AE Sweep/MNoise ﬂ ™ Yaoltage source
0 ™ Current source
tions:

AR : % Global parameter
[# General Settings ¢ Madel parameter
[IMonte Carlo/wiorst Caze

" Temperature Parameter name: |Frvar

[ 15ave Biaz Paint Swieep type
[Load Biaz Point & Lingar Start value: Bk

o End walue: 12k
" Logarithric: | t -
nerement;

" Walue list |

- Lancer la simulation
- Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

30Hz
U(SORTIE)

- En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
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3- Analyse en Continue

Manipulation 4 : Etude d’un circuit de polarisation d’un transistor

- Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom transistor
- Lancer 'outil Capture

- Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé

- Editer le schéma suivant :

PARAMETERS:
RbVar = 1k
R1
1k Vee
Collecteur .
— 5Vdc
R2 Qa1 \ —_—
")
[
Ventree {Rbvary Q2N2222

DC =
AC =
TRAN =

|
L

Nous donnons ci-dessous la liste des bibliotheques PSPICE utilisées dans ce design :

Cross Reference December 27,2015 1:23:26 Pagel

Item Part Reference SGchemat ickate Sheet Library

- Créer un nouveau modeéle de simulation avec la configuration suivante :

1 1k R1 SCHEMATIC1/PAGEL 1 C:4WPROGRAM FILESYORCADY CAPTUREYLIBRARY\PZPICEY ANALOG.OLE
2 QZNZZZZ Q1 SCHEMATICL/PAGEL 1 C:YPROGRAM FILESYORCADYCAPTUREYLIBRARY\FSPICEYBIFOLAR.OLE
3 {FbVar} RZ SCHEMATIC1/PAGE1l 1 C:4PROGRAM FILES\ORCADYCAPTUREYLIBRARY\PSPICEY ANALOG.OLEB
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General Analysis llnclude Files] Libralies] Stirnuiluz ] Elptions] Data Collection ] Probe W'indow]

Analpsiz type;
DC Sweep ﬂ

Options:

[IMonte Carlo/ orst Caze
[Parametric Sweep

[ Temperature [Sweep]
[1Save Bias Paint

[ILoad Biaz Paint

Sweep variable

* Yolkage source Wame:

" Current source
" Global parameter
" Model parameter

" Temperature

Sweep type

&+ Linear

End walue:
" Logarithmic

Wentree

R
T
e

Start walue: i

e
oo

" Walue list |
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- Lancer la simulation
Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

o U{Q1:c)

U Uentree

En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
On souhaite maintenant réaliser une étude sur l'influence de la valeur de la résistance appliquée a la base du

transistor sur sa polarisation Pour cela, on va lancer une simulation paramétrique en activant I'option “parametric
sweep’ de notre profil de simulation avec la configuration suivante :

General  Analysis ]Include Files] Libraries] Stimulus ] Dptions] [iata Collection ] Prabe Window]

Analyziz type: Sweep variable
DC Sweep - " “oltage source
. " Curent source ’—_|
D“Dhs' + Global parameter
Primary Sweep " Model parameter
Secondary Sweep ~ P . [Fh
Fonte Carlo/w Temperature arameter name: var
[ Parametri
Temperature [Sweep) Sweep type
Save Bias Point & Linear Start value: 1K

Load Bias Point

End value: 10K
" Logarithmic | t o
nerement:

" Walue list |

- Lancer la simulation
- Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

8.5V - - 2.5V
+ u{gi:c)

U Uentree




- En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats

4- Simulation Digitale

Manipulation 5 : Etude d’'un compteur

- Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom compteur
- Lancer I'outil Capture

- Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé

- Editer le schéma suivant :

Jfo = ma “ uze °°| UzA
& i 1 i r} i 1201 5 & 10z
DEThL /Hﬂ | ee |t ee g
[ arlage 3 LT z 11 CLE T 1z 3 CgE z
Implemertation = Hodoge = = «
T34 CO40124 CO40128
| -C.— |
i il i}
i
O5Thiz \.
Bl

Implemertation = Reset

Nous donnons ci-dessous la liste des bibliotheques PSPICE utilisées dans ce design :

Design Mawe: C:\DOCUMENTS AND SETTINGS ADMINISTRATEURYBUREALUYPSPICE EXEMPLESYLOGIQUE,DSN
Cross Reference May 1,2017 15:158:1z2 FPagel

Item Part Feference Schewat icHName Sheet Likbrary

1 CD4013A T1h SCHEMATICL/PAGEL 1 C:4WPROGRAM FILESYORCADY CAFPTUREYLIERALRTY PEPICEYCD4000.CLE
2 CD4013A T2A SCHEMATICL/PAGE1L 1 C:4WPROGRAM FILESYORCADY CAFPTUREYLIERARTYPSPICEYCD4000.CLE
3 CD40138 UZA SCHEMATIC1/PAGE1l 1 C:\PROGRAM FILES\ORCADYCAPTUREYLIBRARY'PSPICEYCD4000.CLE

Remarque : les éléments DSTM qui représentent les stimuli digitaux sont situé dans la bibliotheque
SOURCSTM

- Editer le Stimuli Reset de telle fagon a obtenir la configuration suivante :
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Créer un nouveau modele de simulation avec la configuration suivante :

Simulation Settings - simulate1

General  Analysis Mnclude Flles} L\blanes} Stimulus ] Dnt\ons} Data Collection ] Probe Wmdow]

Simulation Settings - test

General] Analysis ] Include Files] L\braries] Stimulus  Options ]Data Collection I Frobe Windowl
Analysis type: Category: .
Run to time: 10ms seconds [TSTOP) Timing Mode
" Minimum
Ootions: Start saving data after. |0 seconds
LIS . * Typical
S effings Trangient options:
[Monte Cado/worst Case b aximum step size: seconds ™ Maimum
[ 1Parametric Sweep

[T emperature [Sweep) [ Skip the initial transient bias point calculation (SKIPBP)
[ ]15ave Bias Point
[ Load Bias Paint

T Worst-case [mindmas)

Output File Optians..

[ Suppress simulation error messages in wavefom data file.

Initialize all flip-flops to: % -

Default 10 level for A/D interfaces: ’_Til

Advanced Options.. | Reset |

0K Annular Hide
| | |

Ok | Ariuler Alde

- Lancer la simulation
Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
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5- Simulation Mixte : Digitale/Analogique

Manipulation 6 : Etude d’'un compteur

- Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom OSC

- Lancer I'outil Capture

- Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé
- Editer le schéma suivant :

400pF
™ R1 Ul
| Uy a0 uze AT iy 4 f»
o ouT
L ot et Lovoik | 4
\. | T \ | T4 4 op >OUTBAR
J J _ o
X ! v KP
7405 -
TTH0T
o
D5 | Uda
Err ! RESET i 2
RESET \. |7

Nous donnons ci-dessous la liste des bibliotheques PSPICE utilisées dans ce design :

Design Name: C:%PROGRAM FILESYORCAD)PSPICEYCAPTURE SAMPLEZ\MIXIIM\OICYO3C.DSN

Cross Reference May 1,2017 19:14:32 Fagel

Item Partc Reference Schemat icHame Sheet Library

1 400pF C1 oOsc/PLGEL 1 D:%CRCAD 5% CAPTUREN LIBRARYY PEPICEY ANALOG.OLE
2 750 R1 0Osc/PAGE1 1 D:YORCAD 9% CAPTUREY LIBRARYY PSPICE) AMALOG. OLE

3 7404 U4Lh Osc/PALGEL 1 D:%CRCAD 9% CAPTUREY LIBRARYYPSPICEY 7400.0LE

4 7405 UzLh Osc/PLGEL 1 D:%CRCAD 5% CAPTUREN LIBRARYYPZPICEY 7400.0LE

g 7414 U3L Osc/PAGE1 1 DY ORCAD_ 9% CAPTUREY LIBRARYY PSPICEY 7400.0LE

& 7414 U3B Osc/PALGEL 1 D:%CRCAD 9% CAPTUREY LIBRARYYPSPICEY 7400.0LE

7 74107 Uik Osc/PLGEL 1 D:%CRCAD 5% CAPTUREN LIBRARYYPZPICEY 7400.0LE

- Créer un nouveau modeéle de simulation avec la configuration suivante :
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Simulation Settings - TRAN

General Analysis Ilnc\ude Fi\es] L\blaIiESI Stimulug ] Dpt\ons] Data Collection ] Probe\:\f’\ndow]

Analysis type:

Run to time: Bu seconds [TSTOF]
ptins Start zaving data after. |0 seconds
[ General Settings Transient aptians
tonte Caloworst Case Maximum step size: seconds
Farametiic Sweep - i X i
Temparaturs [Swaep] [~ Skip the initial transient bias point calculation [SKIPER)

Save Bias Point
Load Bias Paint

Output File Options. .

Ok Annuler Aide

Editer les Stimuli Horloge et Reset de telle fagon a obtenir la configuration suivante :

8.1us 8.2us 8.3us 8.4%us 8.5us 8.6us 8.7us 8.8us

- Lancer la simulation
Vérifier que vous obtenez bien les traces suivantes :

Bs B8.5us 1.8us 1.5us 2.8us

2.5us 3.8us 3.5us 4. Bus 4.5us  5.8us
« U(R1:1}) » U(U1A:CLK) U{c1:1) U{R1:1) U{U1A:CLK)

Time
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1.280808us 1.2858Bus 1.2988us 1.2958us 1.3888us 1.38508us 1.3188us
= WR1:21) + U(UTA:CLK) U{Cc1:1) U(R1:1) U(U1A:CLK)

- En utilisant I'outil CURSOR relever les mesures adéquates et interpréter vos résultats
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6- Optimisation analogique

Le but de cet exemple est d’agir sur la résistance R1 pour optimiser le courant circulant dans la diode en
le fixant a 1ma (Etude statique : V1=5V). Cet objectif est soumis a une contrainte de puissance dissipée ;
la puissance dissipée par R1 doit étre supérieure a 4mW.

Manipulation 7 : Optimisation du circuit de polarisation d’'une diode

- Créer un nouveau répertoire dans le disque C sous le nom Diodex
- Lancer I'outil Capture

- Créer un nouveau projet pour la simulation dans le répertoire créé
- Editer le schéma suivant :

R1
My
{1 \.
W1 \V D1
+
C—) ¥ D1N914
5v
=0

- Placer sur le schéma le symbole OPTPARAM dans PSpice/Place Optimizer Parameters et y
- Editer le symbole OPTPARAM pour déclarer le nom et la plage de variation du composant rl :

Optimizer Parameters PZ|
Marme Initial * alue Current alue . . _
|5k |5k Simulation Wwith
o Initial Value
Tolerance Lawser Limit Upper Limit © Cunent Yalue
[10% [100 [10k
MName Iriitial ¥ alue Curent Yalue ad

diid

Change
Delete
Cancel
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- Créer un nouveau modeéle de simulation avec la configuration suivante :

Simulation Settings - DC E‘

Analysis type:

Options:

1EED
[ 1S econdary Sweep
[IMonte Carlofsforst Case
[CJParametric Sweep

1T emperature [Sweep)
(]S ave Bias Point

[JLoad Bias Point

Sweep variable

* Yoltage source Name
" Cunent source

" Global parameter

" Model parameter

" Temperature

Sweap lyps

" Linear

" Logarithric:

General Analysis | Include Files | Liaries | Stimulus | Options | Data Collection | Prabe Window |

il

& Value list [5v

Annuler

-

Aide

- Lancez OPTIMIZER a I'aide de PSpice/Run Optimizer.
- Depuis la zone SPECIFICATIONS définir les buts et les contraintes relatives a Id1 et Pc :

Edit Specification 3
Name:  [Jd1  Enabled
Reference: @ Internal " External Weight: |1
Internal External
Target: ‘1ma File: | l:l

Simulation Profile or Circuit File

Range: |Sua

Analysis

X Column Name:
Y Column Name:
Tolerance:

I~ Constraint

Type:

‘diudexfdiudexfd[:.sim

Probe File Containing Goal Functions:

Evaluate:

‘i[d1]

Cancel

Edit Specification

Reference:

Internal

Target: [amw

¥ Constraint

Analysis

Name:

« Internal

Range: |400uW
Type: |>=target -

Simulation Profile or Circuit File

IS

¥ Enabled
" External

Weight: |1
External

File: [=]|
X Column Name:

Y Column Name:

Tolerance: %

“AC @ DC O Tran

[diudzxdindexfdn.sim

Probe File Containing Goal Functions:

[

Evaluate:

[-]
[-]

‘i[r1]'\4r1:1,r|:2]

Cancel

X]

- Lancer avecla commande Tune/Auto/Start le processus d’optimisation
- Vérifier que le résultat obtenu est proche du but a atteindre
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PSpice Optimizer - C:\...\OPTIMIZE\DIODEX\DIODEX -Diodex.opt* [Derivs. Avail]
File Edit Tune Options Help

¥ Pc
4.12781mw

3.438mw

Parameters

imiatons:
—

Optimization complete. Specs met.
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